l mgr inz. Cezary Rudnicki

TRANZYSTOR BF320

biezgcym roku uruchomiono

w Fabryce Poélprzewodnikéw
TEWA  produkeje tranzystoréw
BF520. Sg to tranzystory krzemowe
epiplanarne, §redniej mocy, wielkiej
czestotliwosci, typu n-p-n. Najbliz-
szymi odpowiednikami zagraniczny-
mi tranzystora BF520 sa tranzysto-
ry KT312 produkcji ZSRR i BFY19
firmy INTERMETALL.

Zlgcze tranzystora BF520 jest za-
mykane w obudowie TO-18, ktérej
wyglad i rozmiary podano na ry-
sunku 1. W obecnej wersji tranzy-

stora BF520 kolektor polgczony jest
elektrycznie z obudows.

Graniczne wielko$ci eksploatacyj-
ne przedstawiono w tablicy 1, a
parametry statyczne i dynamiczne
tranzystora BF520 — w tablicach 2
i 3. Przewiduje sig, ze tranzystory
BF520 zostana podzielone na kilka
podtyp6w w zaleznoéci od wsp6l-
czynnika wzmocnienia pradowego
hgig 1 napieé przebicia.

Rys. 1. Wymiary obudowy i uklad wy-
prowadzen
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Tablica 1

Iy ‘LA [ BF520 Graniczne wielko§ci eksploatacyjne
A8 .
5 Nazwa parametru Symbol Wartosé Jednostka
100 W
v /1'4 7 Napigcie kolektor-emiter UCEo 30 v
1 Napiecie kolektor-baza UC 30 v
|1 o K . Bo
i Napiecie emiter-baza Upgo 4 v
/| | T Prad kolektora I, 50 mA
08 L Szczytowy prad kolektora ICM 200 mA
S0F —_— S Prad bazy 1, 5 mA
415 Szczytowy prad bazy IBM 20 mA
Temperatura zlgcza tj. 150 ee
0:41 Temperatura sktadowania tsz‘a —65--150 2L
T —_—
[5= 22mA Moc strat kolektora (tamb = 25°C) Pc 300 mw
) : 10 UelV] 20 Tablica 2
Rys. 2. Charakterystyki wyjsciowe I, = Parametry statyczne Comp = 25°C)
= f (UCE)
BF'J'ZU Nazwa parametru Symbol Wartosé Jednostka
100 . —
A =
[mA] // Prad wsteczny kolektor-baza przy
/ Us=2V Usp=B V Temo 250 .
/ Prad wsteczny kolektor-baza przy
Upp =15V, t .= 150° C ICBo 1 (100) pA
50 / Prad wsteczny emiter-baza przy
1/ Upp=+4V ) Igpy 3 (200 B
/ Napiecie przebicia*) kolektor-emiter
przy Iop, = 10 mA _ U(BR)CEO 50 (>>30) v
Napiecie przebicia kolektor-baza przy
Tope =10 B8 Ursricpy | 120 230 X
0 Napiecie przebicia emiter-baza p'rzy
1 2 3 IslmA] _ ;
Ippy = 10 uA U Br)EBD 829 v
Rys. 3. Charakterystyka I.=1 (Ig) Wspélczynnik wzmocnienia prgdowego
300 I przy I, = 10 maA, UCE =6 V h21E~ 50(20--300) —_
MHz \fr & =20mA Napiecie nasycenia kolektor-emiter
przy I, = 200 mA, Ig, = 20 mA UCEsat 0,35 (0,8 v
250 S
/ Ype=10V
/ fp=5mA *) Pomiar impulsowy: t = 0,2 mS, T = 20 mS
//
200> Tablica 3
BF 520
Parametry dynamiczne
150
Nazwa parametru Syhbol Wartosé Jednostka
o0 Yl | — :
12 5 10 15 [(mA] 20 Wspélezynnik wzmocnienia pradowego
Rys. 4. Zalezno$é czestotliwo$ci granicz- przy IC = 1mA, UCE =6V, fp = 1kHz Pote 40(20--200) —_ 1
nej fT od punktu pracy
Wspélczynnik wzmocnienia pradowego
Charakterystyki statyczne przed- przy 1o = 0mA, Upp = 2V, f, = 1KHz| Ry, 50(20-+300), -
stawiono ma rysunkach 2 i 3, przy Czestotliwos¢ przenoszenia przy I, =
czym rysunek 2 przestawia cha- =5mA, Upp =10 V, f, = 100 MHz fr 220(>>150) MHz
kterystyki wyjscio Ip =
}?} te) y Saz . u y 1J< 3 “}712 akier styf Stala czasowa sprzezenia zwrotnego przy
CEJ), Za$ rysune char ysiy- _ _ _
e I,=5 mA, U,, =10 V, =5 MHz 77, o+C 80( <300, s
ke statyczng Io = f (Ip). Zalezno$é Y cB Ty by e i P
czestotliwos$ei granicznej fr od Pojemno$é zlgcza kolektora przy
punktu pracy przedstawiono na ry- =0, Uyp =12V, f, =5 MHz Cc e pF
sunku 4. Rysunki 5 i 6 przedstawia-

ja zalezno$ci _parametréw macierzy
admitancyjnej (y) od punktu pracy




tranzystora przy czestotliwo$ciach
35 MHz i 100 MHz.

Ze wzgledu na polaczenie kolek-
tora z obudowg zastosowanie tran-
zystoréw BF520 w urzadzeniach
wielkiej czestotliwo$ci jest na razie
ograniczone do ukladéw o malej
dobroci, jak np. mieszacz i wzma-

-b dach matej i $redniej czestotliwosei
00 ‘il oraz z ograniczeniem — w ukla-
Im§] dach w. cz. do okolo 100 MHz.
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Rys. 5. Wykres zaleznoSci parametréw
macierzy (y) od punktu pracy f = 35 MHz
Ug =6V

cniacz posr. c¢z. odbiornika telewi-
zyjnego.

Obecnie tranzystor BF520 jest
przeznaczony giéwnie do zastosowan
w ukitadach automatyki i ukladach
impulsowych ¢ $redniej szybkoS$ci.
Jednak ze wzgledu na swoje wlasci-
woscal, moze byé stosowany w ukla-

Rys. 6, Wykres zaleino$ci parametréw
macierzy (y) od punktu pracy f = 100
MHZ Upg =6V



